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Wieloparametrowy, wspétosiowy wzorzec tgs ,C,R -

Przedmiotem wynalazku jest wieloparametrowy, wspotosiowy wzorzec tgd, C, R, przeznaczony do spraw-
dzania i legalizacji narzgdzi do pomiaru wspétczynnika strat dielektrycznych tgd, pojemnosci C i rezystancji R w
zakresie czestotliwosci do 100 MHz.

Znane dotychczas wspétosiowe wzorce tgd, C, R, stanowia sztywne roztaczalne potaczenie dwéch od-
cinkéw jednolitej geometrycznie linii wsp6tosiowej, z ktorych jeden zawiera w przewodzie wewngtrznym cienko-
warstwowy rezystor, a drugi odcinek zawiera w przewodzie wewngtrznym przelotowy kondensator. Wyzej opisa-
ne odcinki linii wspGtosiowej sa wyposazone obustronnie w zlycza wspdétosiowe, przy czym odcinek linii za-
wierajacy kondensator jest zamknigty na koricu ruchomym zwarciem wspétosiowym. Rezystor i kondensator sg
wykonane jako precyzyjne elementy wzorcowe.

Opisane rozwigzanie ma t¢ niedogodnosé; ze wymaga stosowania na kazdym odcinku linii, ztacz wsp6t-
osiowych niezbednych do oddzielnego wzorcowania wspdéiczynnika strat dielektrycznych tgd, pojemnosci C
i rezystancji R. Taka konstrukcja wzorca zawiera co najmniej cztery ztacza wspélosiowe umieszczone w uktadzie
wzorca iz nim wspoipracujace. Roztaczalne polaczenie dwdch odcinkdéw linii wspétosiowej dokonywane za
posrednictwem ztacz wsp6tosiowych wprowadza zazwyczaj dodatkowe parametry szczatkowe, trudne do okres-
lenia, lub zmierzenia, ktére musza byé uwzglednione przy okreslaniu doktadnej wartosci tgd wzorca.

Algorytm obliczeniowy na tgd wzorca jest wtedy skomplikowany, a dane wyjsciowe trudne do okreslenia,
lub zmierzenia. '

Parametry szczatkowe takie, jak pojemnos¢, indukcyjnosé i rezystancja pogarszaja doktadno$é wzorca.

Czesciowe ograniczenie wplywu tych parametréw jest mozliwe poprzez zmniejszenie ilosci ztacz wspét-
osiowych i poprzez bezposrednie potaczenie obu odcinkéw wejsciowego i wyjsciowego w jednolita geometrycz-
nie lini¢ wsp6tosiowa. Takie potaczenie odcinkéw uniemozliwitoby jednak wykorzystanie znajdujacych si¢ w
nich elementéw do oddzielnego wzorcowania pojemnosci i rezystancji, jak réwniez sprawdzenie tych elementéw
PO zmontowaniu wzorca.

Celem wynalazku jest usunigcie wyzej opisanych wad i niedogodnosci znanego rozwigzania przy jedno-
czesnym zachowaniu mozliwosci niezaleznego wzorcowania pojemnosci C i rezystancji R.
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Cel ten osiggnigto przez wicloparametrowy, wspétosiowy wzorzec tgd, C, R, pizeznaczony do pracy w
zakresie czgstotliwosci 100 MHz, ktéry ma sztywne, nieroztaczalne potaczenie odcinka linit wspotosiowej, 2a-
wierajacej w przewodzie wewngtrznym cienkowarstwowy rezystor, potaczony szeregowo z przelotowyrnt kon-
densatorem, a z miejsca potaczenia tych elementdéw jest wyprowadzone odgalgzienic. Na obydwu koncach
odcinka linii wspStosiowej i na koricu odgatezienia dotaczone sy za pomoca ztycz wspétosiowych 1echome
elementy zwarcia lub ekranowania, ktore wykonuje si¢ z odcinkow linii wspotosiowej i cylindryczne;j, z:$ w linii
wspolosiowej i odgat¢zieniu znajduja si¢ przegrody izolacyjne, wykonane w postaci dyskow tetlonowy<h, ktére
zabezpieczajg - cienkowarstwowy rezystor i przelotowy kondensator przed wplywem czynnikow atmosferycz-
nych, takich jak: wilgotnos¢ i szybkie zmiany temperatury, jak réwniez przed pytem i innymi zanieczyszczenia-
mi, oraz stanowig dodatkowe usztywnienie przewodu wewne¢trznego, poprawiajac jednoczesnie wspotosiowséc
linii i odgatezienia. Elementy zwarcia i ekranowania w odgale¢zieniu moga stanowic jeden element wspotosiowy
eliminujycy ztacze w odgatezieniu. '

Przedmiot wynalazku jest objasniony na przyktadach zastosowania, uwidocznionyclt na rysunku, na
ktorvm fig. 1 pizedstawia wieloparametrowy, wspotosiowy wzorzec tgd, C, R, w czesciowvm przekroju wzdtuz-
nvin ukazujagcym jego budowe wewnetrzng w postaci przystosowanej do wzorcowania wspolczynnika strat
diclektrycznych tgd, fig. 2 wzorzec w postaci przystosowanej do wzorcowania pojemmnosici C i fig. 3 ten sam
wzorzec w postaci przystosowanej do wzorcowania rezystancji R.

“Wykonanie przedmiotu wynalazku jest proste, polega na polaczeniu szeregowym cienkowarstwowego
rezystora z przelotowym kondensatorem w przewodzie wewnetrznym linii wspétosiowej, przy ¢zym z micjsca
polaczenia tych obu elementéw wyprowadza si¢ odgalezienie, stanowigce takze odcinck linii wspotosiowe;,
ktérego oba korice oraz odgalezienic wyposaZa si¢ w ztgcza wspdtosiowe z dostosowanymi do nich elementami
zwarcia lub ekranowania, wykonany.ni z odcinkéw linii wspétosiowej i cylindrycznej. Cienkowarstwowy rezystor
i przelotowy kondensator oddziela si¢ od pozostalych czgsci wzorca przegrodami izolacyjnyini, Ltcre powinny
by¢ najkorzystniej wykonane w postaci dyskéw teflonowych, umieszczonych pomigdzy przewodem w:-
wne¢trznym i zewngtrznym linii wspitosiowej. Przegrody te stanowiy dodatkowe usziywaienie preewodu we
wnetrznego, i poprawiajg jednoczesnie wspotosiowosé linii. Wejsciem wzorca, zaleznie od wymaganej jego funkgii
moze by¢ alternatywnie, albo wejscie odcinka linii wspétosiowej zawierajacej rezyster, przy zwarciu przeciw-
leglego korica linii zawierajacej kondensator i ekranowaniu odgalezienia, co ma migjsce przy wzorcowaiiu
wspétczynnika strat dielektrycznych tgh, albo tez wejscie odcinka linii wsp6tosiowsej zawierajgeej kondensator,
przy zwarciu odgalg¢zienia i ekranowaniu przeciwleglego korica linii zawierajacej rezystor, co ma nugjsie przy
wzorcowaniu pojemnosci C; albo tez wejscie odcinka linii wspolosiowej zawierajacej rezysior, przy zwarcis
odgalezienia i ekranowaniu przeciwleglego korica linii zawierajacej kondensator, co ma micjsce przy wzoicowa-
niu rezystancji R.

Wzorzec tgd, C, R, (fig. 1, 2 i 3) ma sztywne nierozlaczalne polaczenie odcinka linii wipdtoziowe) 1 z
odgatezieniem 2 bedacym takze odcinkiem linii wspétosiowej. Odcinek linii wspStosiowej 1 zawiera w przewo-
dzie wewnetrznym 3 cienkowarstwowy rezystor 4 potaczony szeregowo z przelotowym kondensatorem' 5, a z
miejsca potaczenia tych elementéw wyprowadzone jest odgalezienie 2. Na obydwu koricach linit wsp:itosiowej 1
i na koricu odgalezienia 2 umieszczone jest ztgcze wsp6tosiowe 6.

Zaleznie od przeznaczenia funkcjonalnego wzorca g8, C, R, w przypadku wzorcowania wspilczynniki
strat dielektrycznych tgd (fig. 1) wejscie wzorca stanowi ten koniec odcinka linii wspétosiowej 1, kidry zawiera
rezystor 4, przy czym na przeciwleglym koticu odcinka linii wspotosiowej 1 zawierajgcej kondensator 5 znajduije
si¢ zwarcie 7, za$ na koricu odgaltezienia 2 ekran 8. W przypadku wzorcowania pojemnosci C (fig. 2) wejscie
wzorca stanowi ten koniec odcinka linii wsp6tosiowej 1, ktory zawiera kondensator 5. Na przeciwleglyin kotiiu
odcinka linii wsp6tosiowej 1 zawierajacej rezystor 4 znajduje si¢ ekran 8, za$ na koricu odgatg¢zienia 2 zwircie 7

W przypadku wzorcowania rezystancji R (fig. 3) wejscia wzorca stanowi ten koniec odcinka linii wipot
osiowej 1, ktdry zawiera rezystor 4. Na przeciwleglym koricu odcinka linii wspétosiowej 1 zawierajgce) k. viden
sator 5 znajduje si¢ ekran 8, zas na koricu odgalezienia 2 zwarcie 7.

Przewdd wewnetrzny 3 w linii wspétosiowej 1 i w odgatezieniu 2 ustalajg przegrody izolacyjue 9, v vk
nane korzystnie w postaci dyskéw teflonowych zabezpieczajacych rezystor 4 i koncensator 5 przed wpiy wers
zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych takich jak: wilgotnosé i szybkie zmiany temperatury .

Przegrody izolacyjne 9 umieszczone w linii wspdtosiowej 1 i w odgalezieniu 2 stanowia dodatkowe usztyw-
nienie przewodu wewnetrznego 3, popiawiajac jednoczesnie wspotosiowosé linii 1 i odgaleziema 2. Przegrody
izolacyjne stuzg réwniez do zabezpieczenia rezystora 4 i kondensatora 5 przed pytem i innymi zanieczyszcze
niami. Ruchome elementy zwarcia 7 i ekranowania 8 zapewniaja {atwe i szybkie przystosowanie wzorca ted i, R
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do spetniama réznych funkcji metrologicznych, gtéwnie do oddzielnego wzorcowania wspétczynnika strat
die‘ektrycznych tgd, lub pojemnosci C, lub tez rezystancji R. _ '

Wieloparametrowy, wspotosiowy wzorzec tg8, C, R odznacza si¢ prosta budowg poszczegSlnych jego
elementow sktadowych, jest prosty w obstudze i tani w wykonaniu.

N

Zastrzezenia patentowe

1. Wieloparametrowy, wspétosiowy wzorzec tgd, C, R, przeznaczony do pracy w zakresie cz¢stotliwosci do
100 MHz, zawicrajacy w przewodzie wewnetrznym cienkowarstwowy rezystor, ktory jest potgczony sreregowo z
przelotowym kondensatorem, znamienny tym, Ze ma sztywne, nierozigczalne potgczenie odoinka linii
wspotosiowej (1) z odgatgzieniem (2), bedacym takze odcinkiem linii wspolosiowej, przy czym na obydwu
koncach odcinka linii wspotosiowej (1) i na koricu odgatezienia (2) dotacza sig za pomocy 2tacz wspitosowych
(6) ruchome elementy zwarcia (7) lub ekranowania (8) ktére wykonuje si¢ z odcinkow linii wspolosiowe)
i cylindryczne;j.

2. Wzorzec wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze elementy zwarcia (7) i ekranowania (8) w od-
gatezieniu (2) stanowiy jeden element wspétosiowy.
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